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РОЗПОДІЛ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОМІШОК ТА ЇХНІХ КОМПЛЕКСІВ 

ІЗ ВАКАНСІЯМИ ЗА МЕЖАМИ ПРОБІГУ ІОНІВ ПРИ ІМПЛАНТАЦІЇ 

 

Розраховано просторовий розподіл впроваджених атомів і точкових дефектів, створених опроміненням, за 

межами пробігу іона в кристалі з домішками. Враховано дифузний рух дефектів і домішок, захоплення їх 

стоками, процеси рекомбінації дефектів, утворення і розпаду комплексів. Розглянуто кристал у діапазоні 

температури, при якій домішки нерухомі, а комплекси домішок із вакансіями можуть переміщуватись у 

кристалі. Така ситуація реалізується в кремнії з домішкою кисню. Показано, що поза межами пробігу 

відбувається просторовий перерозподіл концентрацій вільних домішок і домішок, зв’язаних із вакансіями: 

певна область за кінцем пробігу іонів стає збіднілою на комплекси і збагаченою вільними домішками. Область 

зростає зі зменшенням густини дислокацій або зі зниженням температури і може досягати розміру кількох 

десятків мікрометрів. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ И ИХ КОМПЛЕКСОВ 

С ВАКАНСИЯМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОБЕГА ИОНОВ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

Рассчитано пространственное распределение внедренных атомов и точечных дефектов, созданных 

облучением, за пределами пробега иона в кристалле с примесями. Учтено диффузное движение дефектов и 

примесей, захвата их стоками, процессы рекомбинации дефектов, образования и распада комплексов. 

Рассмотрен кристалл в диапазоне температуры, для которой примеси неподвижны, а комплексы примесей с 

вакансиями могут перемещаться в кристалле. Такая ситуация реализуется в кремнии с примесью кислорода. 

Показано, что за пределами пробега происходит пространственное перераспределение концентраций 

свободных примесей и примесей, связанных с вакансиями: определенная область за концом пробега ионов 

становится обедненной на комплексы и обогащенной свободными примесями. Размер области возрастает c 

уменьшением плотности дислокаций или с понижением температуры и может достигать размера нескольких 

десятков микрометров. 
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DISTRIBUTION OF CONCENTRATION OF IMPURITIES AND “IMPURITY–VACANCY” COMPLEXES 

BEYOND THE RANGE OF IONS DURING IMPLANTATION 

 

Spatial distribution of implanted atoms and point defects created by irradiation is calculated beyond the range of 

ions in the crystal with impurities. Diffuse movement of defects and impurities, their capture by their effluents, the 

processes of recombination defects, formation and decay of complexes are taken into account. The crystal is considered 

at the temperature when impurities are still and impurity complexes with vacancies can move in the crystal. This 

situation is realized in silicon mixed with the oxygen. It is shown that the spatial redistribution of the concentrations of 

free impurities and impurities connected with vacancies is taking place beyond the range of ions: certain region at the 

end of ion range becomes impoverished in complexes and enriched in free impurities. This region increases with 

lowering the dislocations density or with decreasing temperature and can reach the size of several tens of micrometers. 
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